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1. 目的 

有機ホトトランジスタは、増幅機能を有する

光検出器として幅広い応用が期待される。以前

に、有機ホトトランジスタの高性能化のため、

金属微粒子における局在表面プラズモン

（LSPR）励起により有機薄膜における光吸収

を増強する方法が提案されている[1]。しかし、

伝搬型の表面プラズモンを利用した報告例は

まだ少ない[2]。本研究では、グレーティング

カップリング表面プラズモンを利用した有機

ホトトランジスタの高効率化を検討した。 

2. 試料作製と実験方法 

図１のように、市販の DVD-R 基板のグレー

ティング構造上に試料を作製した。ゲート電極

として Al を 13~30 nm真空蒸着した後、UVオ

ゾン処理により表面に Al2O3 絶縁膜を形成さ

せた。その上に有機活性層として Pentacene 

20~70 nm、さらに種々金属のトップコンタクト

電極（ギャップ長 60 μm、ギャップ幅 10 mm）

を堆積した。トップ電極側から白色光を照射し

て DVD-R のグレーティング構造により Al 上

に伝搬型の表面プラズモンを励起し（グレーテ

ィングカップリング法）、それに伴う FET 特性

の変化を観測した。 

3. 実験結果と考察 

作製した素子は -2～-3 Vの印加でトランジ

スタとして動作した。図２に、VG = VDS = -2 V

を印加した状態で、θ= 0°で光入射した際の

IDの応答を示す（Ag電極素子）。表面プラズモ

ン励起する p 偏光を入射した際に電流が大き

くなっており、表面プラズモンによる

pentacene 層の光吸収増強の効果と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

図１ 素子断面図（S・D電極図示せず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 偏光依存性 
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